SF 245 (-
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor

fir den Einsatz in nicht geregelten
FS-ZF-Verstdrkerstufen in Emitterschaltung.

Bauform 7 E-Line C-E-B

Wérmewiderstand Rinje < 0,5 K/mW

Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Ucso 40V
Uceo | - 25V
Ueso . 4y

Ic ' 25 mA
Ptot (bei 9%q = 25°C) 200 mW
9 - 4+125°C
Va —-40°C...+100°C

Statische Kennwerte (9o =25°C ~5K)

lcBo (bei Ucg = 40V) < 500 nA
U@r) ceo’) (bei lc = 1 mA) = 25V
Uryeso (bei lE == 10 nA = 4V
[ (bei Uce == 10V, lc=7 mA) < 185 pA

Dynamische Kennwerte (9a =25 °C~=5K)

fr (bei Uce =10V, lc= 7 mA, f =100 MHz) typ. 960 MHz
—Ci2e (bei Uce =10V, lc = 1 mA, f= 10,7 MHz)(typ. 0,38 pF)
< 0,45 pF
Gpe (beiUce =10V, lc=7mA, f=36MHz, = 26,5dB
Rg =240 Ohm,RL = 1,2 kOhm) '

F (bei Uce =10V, lc=2 mA, f= 36 MHz, typ. 2,4 dB
Rg = 240 Q)
F (bei Uce =10V, lc=2mA, f= 100 MHz,
Yo = YG opt. = (5,0 —j 6,6) mS) typ. 2,1dB
F (bei Uce =10V, lc =2 mA, f =200 MHz,
Yo = YG opt. = (8,33 -] 13,3) mS) typ. 2,9 dB

1) Messung erfolgt impulsmdBig



